UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BD 643,
BD 645, BD 647, BD 649

BN-87
3375-32/06

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy. Przedmiotern normy sa szczegdtowe

wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw mocy w
uktadzie Darltingtona, n-p-n typu BD 643, BD 645, BD 647,
BD 649 wykonanych technika epitaksjalnej bazy w obudowie
plastykowe] CE 30/T0O-220AB/, do zastosowan w sprzecie
powszechnego uzytku oraz w urzadzeniach wymagajacych
zastosowania elementédw o wysokie]j i bardzo wysokiej ja=
kosci zgodnie z PN-78/T-01515.

Tranzystory przeanaczone sa do pracy w stopniach ste-
rujacych i koficowych wzmacniaczy mocy mate] czestotli-
wosci, w szeregowych i réwnolegtych regulatorach nabie-
cia,

Tranzystory typu BD 643, BD 645, BD 647, BD 649 sa
komplementarne odpowiednio do tranzystordéw BD 644,
BD 646, BD 648, BD 650,

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow;

- standardowej jakosci {poziom jakoéci 1) - 40/100/10,

- wysokiej jakosci {(poziom jakosci 111) - 40/100/21,

- bardzo wysokiej jakoéci (poziom jakoéci IV) - 40/100/56,

2, Przykiad oznag¢zenia trangystordw

a) standardowej jako$ci:
TRANZYSTOR BD 643 BN-87/3375-32/06
b) wysokiej jakoéci:
TRANZYSTOR BD 643/3 BN-87/3375-32/06
c) bardzo wysokiej jakoéci:

TRANZYSTOR BD 643/4 BN-87/3375-32/06

3, Cechowanie tranzystoréw powinno zawierad nastepu-

jace dane;
a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu,

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokiej
i bardzo wysokiej jakosci,
Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé znakowane

cyfra 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfra 4,

umieszczona po oznaczeniu typu,

4, Wymiary, oznaczenia wyprowadzer tranzystora i sche-

mat potaczeh - wg rys, 11 tabl, 1 oraz rys, 2,

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta =
CE 30.
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Rys, 1. Obudowa CE 30

Zgtoszona przez Fabryke Potprzewodnikow TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Potprzewodnikéw dnia 15 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1987, poz. 22)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987,

Druk. Wyd. Norm W-wa, Ark. wyd. 1,40 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1247/87

Cena zt 45,00
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Tablica 1, Wymiary obudowy CE 30

Eymbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm
wymiaru . N wymiaru . . .
minimalny nominalny maksymalny minimalny nominalny maksymalny

A 4,06 - 4,83 1, 2,16 - 2,92
b 0,64 - 0,89 L 12,7 - -

b.I 1,22 - 1, 40 LI 7,62 - 8,89
c 0, 38 - 0, 43 g P 3, 58 - 3,63
D 14,61 - 15,88 Q 2,54 - 3,05
e 2,03 - 3,05 2 1, 02 - 1,52
ey 4,57 - 5, 64 E 10,03 - 10,41
F - 1,27 - E‘l 9, 20 - 9, 40
H1 5,97 - 6,73 E2 7,62 - 8,13

Z
Rys. 2. Schemat potaczei m
typ Ry =6kQ, typ Ry=100Q @ 1
5, Badania w grupie A, B, C, D - wg BN-80/3375-32/00
p. 5. ] | -9
6, Wymagania szczegétowe do badafh grupy A, B, Ci D A Re
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw A, b,
" W
by, D, e - wodlegtoéci 6,45 : 6,50 mm od obudowy  wg
rys., 1i tabl, 1, (BN-87/3375-32/06-3]
b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-
‘ametréw elektrycznych wg tabl, 2, Rys. 3. Uktad do pomiaru Ugp metoda impulsowa
Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w_badaniu podgrupy A2 {poziom I, 111, IV)
. Wartosé graniczna
Oznaczenie |Metoda po-
¥ ;
L, | Ewe MIAFY: g Warunki pomiaru Jednost-| BD 643 BD 645 BD 647 BD 649
parametru PN-74/ ks
T-01504 . ; : ”
min max | min max | min max min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1] Ty ark, 05 | U,p =45V pA - 200 | - - - - - -
UCB = 60 V _ _ _ oo _ _ _ _
U =80V
CB - - - - - 200 - -
. - - - - - = . 200
2} Ugr)ceo} ark o7 In=0,1A \% 45 - 60 = 80 - 100 | -
31 Ugr)ceo ark, 04 I.=0,2mA Vv 45 - 60 - 80 - 100 -
4 U(BR)EBO ark, 04 IE = 5 mA vV 5 - 5 - 5 - 5 -
1
51 hoE ) ark, 08 In =3A; Ugp=3V 750 | - 750 | - 750 | - 750 | -
6| Ugg')?) - Io =3A; Ugp=3V \% - 2,5 - 2,5 | - 2,5 - 2,5
1) Pomiar impulsowy t, <300 us; & < 2%,
2) Metoda pomiaru - wg rys, 3.
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c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych parametréw elektrycznych wg tabl, 3,

Tablica 3, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom 1, 1, 1)

Wartosé graniczna
] Metoda po-
Oznaczenie et S Jed
: W - i = B
Lp. ||ter‘ow:3 PN_74/ arunki pomiaru —— BD 643 BD 645 BD 647 D 649
parametru T_01504 ] . . .
min max min ma x min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 = ; =
1 | Ucg cat 1) ark, 06 Io=3A; Ig=12mA| Vv - 2 - 2 ~ 2 ~ 2
2 | Ugg cat M ark, 06 Io=3A; Iz =12mA| V - 2.5 - 2,8 - 2,5 - 2,5
Ucg =10V; 1E=O
3 CCBO ark, 22 pF % 100 - 100 - 100 s 100
f =1MHz
IC =3A; UCE"—"3V
4 -fT ark, 24 MHz 1 - 1 - 1 - 1 -
fp=1MHz
1) Pomiar impulsowy Iy < 300 us; 0 <2%,
o
d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw elektrycznych w temperaturze o = 100 C (poziom I11 i V) wg
tabl, 4,
Tablica 4, -Par*ametr‘y elekiryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (pog_iom 1 1v)
Qzna- |Metoda Wartosci graniczne
czenie |pomiaru Jed
literowelwg Warunki pomiaru - BED 643 BD 645 BD 647 BD 649
nostka
para- |{PN-74/
metru T-01504 min max | min max | min max min | max
2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12
o
ICBO ark, 05| tgamp = 100 C UCB = 45 \/ mA £ 5,0 - - - - i -
I. =0 Ucg = 60V mA - = - 50 | - - - _
= A - - - - - 6] - -
Upg =80V m 3,
Uep = 100 V i - ~ - - - - - | 50
1) Pomiar impulsowy t, £ 300 us; d <2%.

e) badania podgrupy B, C i D -~ wg tabl, 5,

Tablica 5, Wymagania szczegdétowe do badah grupy B, C i D

Lp. F’odgr‘l:lpa Rodzaj badania Wymagania szczegdtowe
badan

1 2 3 4

1 B, Ci sprawdzenie wytrzymatosci mecha- préba Ub , metoda 2; 5 N; 3 cykle, préba Uy ;
nicznej wyprowadzen 10N
sprawdzenie szczelhosci préba @

2 B3 sprawdzenie wytrzymatosci na spad- potpzenie tranzystora w czasie spadania wyprowa-
ki swaobodne dzeniami do géry

3 B4i C4 sprawdzenie wytrzymatoséci na udary mocowanie za obudowe
wielokrotne
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cd, tabl, 5

a : 4
Lp. F’odgr‘u’p Rodza] badania Wymagahia szczegdtowe
badaf
i 2. 3 4
4 861 C6 sprawdzenie odpornosci na narazenia wg PN-78/T-01515 p. 5.3, 22 tabl. 5; metoda bada-
elektryczne nia a), uktad OB
BD 643 Ugp =35V IC =0,7 A
BD 645 UCE=45V IC=0,3A
o
Logse = 28 €
lub
BD 643
BD 645 o
BD 647 UCE = 60 V IC =0,25 A
BD 649 Ugp =80V In =0,1 A
(e}
tease =25 C
lub
BD 647
U =35V [, =51 mA
BD 649 CF <
o
tamb =25 C
5 {C3 sprawdzenie masy £ 26
6 C4 sprawdzenie wytrzymatogci na przy- kierunek probierczy; obydwa kierunki wzdtuz osi
spieszenie state wyprowadzefi, mocowanie za obudowe
sprawdzenie wytrzymatosci na udary
wielokrotne .
mocowanie za ocbudowe
sprawdzenie wytrzymatosci na wibra-
cje o statej czestotliwoséci
o
7 C5 sprawdzenie wytrzymatosci na ciep- temperatura kapieli 350 C
to lutowania
8 cC10 sprawdzenie wymiardw wg rys. 1 tabl, 1
. ; s ; - _ 5 5 o
9 D1 (poziom jakosdci sprawdzenie odpornosci na niskie temperatura narazenia 25 C
i iv) cidénienie atmosferyczne
10 | D2 sprawdzenie wytrzymatosci na roz- alkohol etylowy, aceton
puszczalniki
11 D3 sprawdzenie palnosci palnosé zewnetrzna
12 D4 (poziom jakoéci sprawdzenie wytrzymatoéci na plesh brak porostu plesni po badaniag
i)
13 | DS (poziom jakosci sprawdzenie wytrzymatosci na mgte potozenie tranzystora dowolne
Hriv) solng
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f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy 8, Ci D - wg tabl, 6,

Tablica 6, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badahiach grupy B, C, D (poziom 1, 111, 1V)

Metoda Wartoéci graniczne
Oznaczenie | pomiaru
i P Jed-
literowe wg S SRS - BD 643 BD 645 BD 647 BD 649
p badanh badah nostka
parametréw | PN-74/
T-01504 min max [ min max | min max | min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
Iego ark, 05| Upcg= 45V |B1, B3, Ba, - 200} - - - - - -
B5, C1, C2,
Ig=0 60V |c3, ca, cs, o " - | z00| - - - -
c7, b1 1) HA
80V - - - - - 200 - =
100 V = - - = - - - 200
45 Vv - L%l = - = - - -
60 V - - - 1,0 - - - -
B6, C6, C8 mA
80 V » - = - - 1,8 | = -
100 Vv - - - - - - - 1,0
45 V - 5,0{ - » - . = -
60 V . - - 50| - - - -
czt) mA
80 V " = - - - 50 | - -
100 V ~ = = - - - - 5,0
hZIIE 2) ark, 08 IC=3A Bi1, 83, 84, BS,
... 5 1, 62, €3 0%, - 750 - 750 = 750 - 750 -
CE ™ cs, C7, C9, D11)
B6, C6, C8 . 600 = 600 | - 600 | - 600 -
c2) - 500 - 500 - 500 - 500 »
1) W czasie badania,
2) Pomiar impulsowy tp €300 ps; 8 <2%.
a) wartoéé AQL dia jakoéci podstawowe] w badaniu C2 - 4,0%, w badaniu C4 - 2,5%,
7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375-32/00,
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1, Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produk- i 5 |
=igc8 Dofle e cia Uigr)ceo » U(sr)cer » U(Br)cEs
cyjne Centrum Pétprzewodnikéw, Fabryka Pétprzewodni- U(BR) cex Metoda impulsowa
kow TEWA, Warszawa ul, Komarowa 5, PrMN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar hzw metoda
impulsowa
2, Normy zwiazane PN-74/T-01504/22 Tranzystory, Pomiar pojemnoéci
PN-74/T-01504/04 Tranzystary, Pomiar napieé przebicia Ccro P Cego

U .
(Br)ceO ' U(BR)EBO
PN-74/T-01504/05 Tranzystory, Pomiar pradéw wstecz-
nych lego i Iego
PN-74/T-01504/06 Tranzystory. Pomiar napieé nasyce-
nia UCEsat i UBEsat metoda impulsowa
PN-74/T-01504/07 Tranzystory, Pomiar napig¢ przebi-

PN-74/T-01504/24 TranAzystory. Pomiar modutu Ihlzel
w zakresie w, cz, i czestotliwosci f,

PN-78/T-01515 Elementy pdéiprzewodnikowe. Ogdlne wy-
magania i badania

BN-80/3375-32/00 Elementy pétprzewodnikowe, Tranzy-

story mocy matej czestotliwoéci, Wymagania i badania



Informacje dodatkowe do BN-87/3375-32/06

3, Symbol KTM wyrobu

BD 643 - 1156231309000

BD 645 - 1156231310000
BD 647 - 1156231311001

BD 649 - 1156231312002

4, Wartoéci dopuszczalne - wg rys, I-1 |

BD643, 80645

le
(4)
JCmuxﬂ‘c
10 E‘Eﬂir' A 4 =
o
8. N graniczenie I, 1
TNV Y [ Pms
l T
|||} 10ms
7
a1
80643 | |
T
80645) L4
80645
100 Upe (V)

[BN-87/3375-32/06-1-1

Rys, I-1, Dopuszczalny obszar pracy tranzystora BD 643,

BD 645 In=f (Usp)

t

p = impuls pojedynczy

tabl,

-2

oraz

80647, 80649
Ie
(A}
j Cmax o
0 r—;anr X
\_\ "
NS
Y \ b
0 = z’ms
\ [Vl s
y ]
-\ Ograniczente [y,
a1
B0647| L4
T
BD649| | 441
1
0 100 Uee (V)

Tablica -1, Warto$ci dopuszczalne

[BN-87/3375-32/06-1-2}

ce)

Rys. 1-2, Dopuszczalny obszar pracy tranzystora BD 647,
BD 649 I.=f (U

Oznaczenie Wartoéci dopuszczalne
Lp. i~ Nazwa parametru Jednostka
i BD 643 |BD 645 | BD 647 | BD 649
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ueso napigcie kolektor-baza przy Ip=0 % 45 60 80 100
2 cho napigcie kolektor-emiter przy Ig =0 \V/ 45 60 80 100
3 UEBO napiecie emiter—baza przy IC =0 \Y 5
4 I prad kolektora A 8
3 1'153 prad bazy A 0, 15
o
6 Poor catkowita moc wejsciowa t ., K25 C W 62. 8
(stata lub $rednia) na .
wszystkich elektrodach o
tamp 25 °C w 1,78
7 tj temperatura ztacza b = 150
o)
8 tamb temperatura otoczenia w czasie pracy C =40 + 100
9 totg temperatura przechowywania °c -40 + 155
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5, Dane charakterystyvczne -~ wg rys. 1-3 = 1-10 i tabl, 1-2,

80643+ 649
e =T (1) U, =3V
BO643, B0 645
F | | ]
’Dfar :
(W !
e =0-25Y
60— ; hzre
4 |
i |
50 ¢ i
|
4 : 10000
30V
| ] d =
_?Oi . N 5
TN \
o 1000 / \
20 g
|
45V e
10 : ‘ \ //
50V — ‘\\ I
I B e S N 100
! vij 100 oo (mA) 10000
25 5 00 B0 (°C) 1, I
(BN-87/3375-32/06-1-3] |BN-87/3375-32/06-1-5]
Rys. 1-3. Catkowita moc strat w funkcji temperatury Rys, I-5, Statyczny wspétczynnik wzmocnienia pradowego
Ptot= f(tcase) w funkcji pradu kolektora
BD647, BD 649
Piog
(W)
U, =025V
60 7|\
: 8643, BD645 , BDE47, D649 Tease= 25°C
50 . 0855011
Jov \ (V)
NN\
40 J
l \ -
r N \
30 i \\ \
I NN 2
{
20 45y \ yi
N ) —
! P \\ 1
0 e \\ AN
GV 100V T TS A\
- N k
L} —
' ] A\ 0
25 00 B8 ) fs 01 1 f/i] 4 I
[BN-87/3375-32/06-1-4 [(BN-87/3375-32/06-1-6]

Rys, 1-4, Catkowita mo trat ji
Y ¢ strat w funkcji temperatury Rys. 1-6. Napiecie nasycenia kolektor-emiter w funkcji pra-

Piot =T (tonse) du kolektora Ugpgoar = F(Io)
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BDE43, BO645, BD 64T, BDESY Tease=25°C
Uﬁ!sat
(v)
3 N 2l HEE
|
3
2
JI
; S B e e
0
01 1 10 (A) 7
[BN-87/3375-32/06-1-7]
Rys. 1-7. Napiecie nasycenia baza-emiter w funkcji pra-

du kolektora Upgpgar = f(Ig)

BD643, 80645, BD647, BD649 Yocan* 257

le
(A)
10
o
ee= IV /
)
/
)

1 2 3(0) U

[BN-87/3375-32/06-1-8]

Rys, 1-8, Charakterystyka przejéciowa IC-‘- f(UBE)

BD649 fease=25°C

Ef‘ 80

(pF)

60

50

i

30

20

0

1 v w U

[BN-87/3375-32/06-1-9]

Rys. 1-9. Pojemnosé kolektor-baza w funkcji napiecia
kolektor-baza Cnpo= f(UCB)

BD643, 80645, 60647, B0 649 Lsa <20°K

Iy
(A)

0

a5 1 15 2 () 4

[BN-87/3375-32/06-[-10]

Rys, 1-10, Prad przewodzenia w funkcji napigcia przewo-
"~ dzenia diody 1F= f(UF)
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Tablica 1-2, Dane charakterystyczne

Typ
Oznaczenie Nazwa Warunki Jed-
=P parametru parametru pomiaru | nostka S 54 L B il e
min | typ maJ min| typ [maximin typ [maximinjtyp |max
1 2 3 4 5 6 7 |8 |9 ho J11 |12 | t3 |14 15|16 [17
1 U-(BR)CEO n_apig;cie przebi-: IC =0,1 A \Y 45 | - |- |60 [~ |~ |80 - |- oo - |-~
cia kolektor-emi-
ter przy IB =0
—
2 ICEO prad zerowy ko- UC‘E =25V - - 500 ) - - - & = - - - _
lektora przy
IB=0 UCE=30v -l o]l 1= {~- |500]) - - N i | | =
pA
UCE=40V - -1=-1-1-1- |- - 500!~ | - | -
UCE = 50V - - - - = - - - - - - 1500
3 leBo prad zerowy ba- | Usp = 45V -] - (200~ } - |- |- - Eom [ |~
zy przy IE =0 _
Ucg =60V - {=-1-1]1-1- [|200{- s e | e d o Jae
: pA
Upcg =80V w f s = f= f= | |- - |200] - | - | -
UCE = 100V - - - - - - - - - - - 1200
4 U(BR) EBO napiecie przebi- IE = 5 mA \Y 5] = | = s |- ]~ 5 w [ - 5| - | -
cia emiter-baza
przy IC =0
5 UBE1) napigcie baza~ Ic=3A; Ip=3V Vv =1 =250~ {=- 125~ - |25}~ -1%5
-emiter
6| Ucgsat 1) napiecie nasyce-| I~=3 A IB=.12 mA \V/ I 2 | - - 2 | - _ 2l - | = 2
nia kolektor-emi-
ter
7 UBEsat 1) napigcie nasyce- Ic= 3 A; IB=12 mA v _ - |2,8| - -z, 8] - _ 28| - _ |z
nia baza-emiter
8 h21E1) statyczny wspdi- IC=0,5A; UCE=,23V - h500] - - hsoo|l - - hsoo| - - hsoo| -
czyhnik wzmoc—
nienia pradowe- | I =3y, Usp=23V| - 750, -~ | - |750] - | -~ |[750| - | - |750] - | -
go
Ic=8A; Ugg=3V - |7s0o| - | - |7s0] - | - | 7s0| - | - | 750| -
In=3A; +1_=
9 t czas wtaczania |. € ¥ B - - - - - - - -
on a - IB“-“ 19 sk us 0,5 0,5 0,5 0,5
I 1~ =3 A, +1 =
10] ¢t i ¢ ! B - I S A
off czas wytaczania "'"IB = 12 mA us 2,5 2,5 2,5 2,5 -
11 fhfe czestotliwosé IC=3A; UCE=3V kHz - | 100[ - - 11001 - - 100] - - 1100} -
odcigcia '
12} Corpo pojemnoéé kolek- IE'—‘O; Upg=10V pF ~l1ool - | - 100y = | = | 1000 = | ~ ]100 -
tor-baza
13 Rthj—c rezystancja ter- IC= 5 A; UCB= 12V OC/W - - 2 - _ 2 _ - 2 _ - 2
. miczna ztacze-
—-obudowa
14| Rypj-a rezystancja ter- | 1.=178 mA; c/wj -| -{w7| -} |7l - -7 -] -]70
miczna ztacze- U _
—otoczenie cg= 10V
15 UF1) napigciepr*zewoJ IF=3A; \V} = 11,8 - - ]1,8] - - 1,8] - -]1,8] -
dzenia
o
tamb = 25 C,
1) Pomiar impulsowy by <300 ps; 6 <2%,




